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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Вплив вихідних дефектів кремнію на процеси дефектоутворення при легуванні та окисленні

2. Influence of initial defects on defect formation processes in doping and oxydation

Реферат:
1. Дисертацію присвячено дослідженню закономірностей впливу вихідних дефектів кремнію на процеси
дефектоутворення при легуванні та окисленні. У дисертації досліджено процеси дефектоутворення в
кремнії, структурах і приладах на основі кремнію, встановлені механізми трансформації вихідних дефектів в
процесах легування і окислення кремнію, а саме: запропоновано і експериментально підтверджено
роботами інших авторів механізм утворення двох областей, що розташовані на різних глибинах від поверхні і
містять дефекти, які утворюються при іонному легуванні пластин кремнію; встановлено механізм зміцнення
кристалів p-кремнію, що містять фонову домішку кисню, яка преципітує на дислокаціях; показано, що
шаруватість пластин монокристалічного кремнію є першопричиною виникнення дефектів упаковки в
окислених пластинах; описано і експериментально підтверджено механізм трансформації мікродефектів у
дефекти упаковки внаслідок окислення пластин кремнію. Побудовано температурні залежності коефіцієнта
посилення фотоструму і квантової ефективності інфрачервоних кремнієвих p-i-n-ФП для різної густини



дислокацій; встановлено механізми зміни форми температурної залежності коефіцієнта посилення
фотоструму і квантової ефективності інфрачервоних кремнієвих p-i-n-ФП при зростанні густини
дислокацій; показано, що відбір p-i-n-ФП за S-образністю ВАХ може бути використаний для виявлення
фотоприймачів, які містять області розупорядкування у вигляді полікристалічного кремнію.

2. In dissertation defect formation processes in silicon, structures and devices on the basis of silicon are
investigated, mechanisms of transformation of initial defects in processes of silicon doping and oxidation are
determined, namely: the mechanism of formation of two areas located on different depths from a surface and
containing defects, formed at ionic doping of silicon plates, is offered and experimentally confirmed by works of
another authors; the mechanism of hardening of p-silicon crystals containing background impurity of oxygen,
precipitating on dislocations is established; it is shown, that lamination of monocrystalline silicon plates is an
original cause of stacking faults' occurrence in oxidized plates; the mechanism of transformation of microdefects
in stacking faults owing to oxidation of silicon plates is described and experimentally confirmed. Temperature
dependences of photocurrent amplification factor and of quantum efficiency of infrared silicon p-i-n-
photodetectors for different superficial density of dislocations are constructed; mechanisms of change of
temperature dependence form of photocurrent amplification factor and of quantum efficiency for infrared silicon
p-i-n-photodetectors at increase in superficial density of dislocations are obtained; it is shown, that selection of p-
i-n-photodetectors on S-figurativeness of current-voltage characteristic can be used for revealing photodetectors
containing areas of disarrangement in the form of polycrystalline silicon.
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